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� Silicon Planar Power Zener Diodes.
� The Zener voltages are graded according to the international
    E 24 standard. Standard Zener voltage tolerance is ±5%.
    Replace suffix "C" with "B" for ±2% tolerance. Other voltage
    tolerances and other Zener voltages are available upon
    request.

� Case: DO-35 Glass Case
� Weight: approx. 0.13g
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Notes: 1. Valid provided that leads at a distance of 3/8" from case are kept at ambient temperature.



494

scitsiretcarahClacirtcelE
(TA=25oC unless otherwise noted)  Maximum VF=1.0V at IF=100mA
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8V0y-55XZB )3( 8< 006< 52.0- - - - - -
4V2y-55XZB 58< 006< 80.0- 60.0- 00005< 001< 1 541
7V2y-55XZB 58< 006< 80.0- 60.0- 00001< 05< 1 531
0V3y-55XZB 58< 006< 80.0- 60.0- 0004< 04< 1 521
3V3y-55XZB 58< 006< 80.0- 50.0- 0002< 04< 1 511
6V3y-55XZB 58< 006< 80.0- 40.0- 0002< 04< 1 501
9V3y-55XZB 58< 006< 70.0- 30.0- 0002< 04< 1 59
3V4y-55XZB 57< 006< 40.0- 10.0- 0001< 02< 1 09
7V4y-55XZB 06< 006< 30.0- 10.0+ 005< 01< 1 58
1V5y-55XZB 53< 055< 20.0- 50.0+ 001< 2< 1 08
6V5y-55XZB 52< 054< 10.0- 60.0+ 001< 2< 1 07
2V6y-55XZB 01< 002< 0 70.0+ 001< 2< 2 46
8V6y-55XZB 8< 051< 10.0+ 80.0+ 001< 2< 3 85
5V7y-55XZB 7< 05< 10.0+ 90.0+ 001< 2< 5 35
2V8y-55XZB 7< 05< 10.0+ 90.0+ 001< 2< 2.6 74
1V9y-55XZB 01< 05< 20.0+ 01.0+ 001< 2< 8.6 34

01y-55XZB 51< 07< 30.0+ 11.0+ 001< 2< 5.7 04
11y-55XZB 02< 07< 30.0+ 11.0+ 001< 2< 2.8 63
21y-55XZB 02< 09< 30.0+ 11.0+ 001< 2< 1.9 23
31y-55XZB 62< 011< 30.0+ 11.0+ 001< 2< 01 92
51y-55XZB 03< 011< 30.0+ 11.0+ 001< 2< 11 72
61y-55XZB 04< 071< 30.0+ 11.0+ 001< 2< 21 42
81y-55XZB 05< 071< 30.0+ 11.0+ 001< 2< 31 12
02y-55XZB 55< 022< 30.0+ 11.0+ 001< 2< 51 02
22y-55XZB 55< 022< 30.0+ 11.0+ 001< 2< 61 81
42y-55XZB 08< 022< 40.0+ 21.0+ 001< 2< 81 61
72y-55XZB 08< 022< 40.0+ 21.0+ 001< 2< 02 41
03y-55XZB 08< 022< 40.0+ 21.0+ 001< 2< 22 31
33y-55XZB 08< 022< 40.0+ 21.0+ 001< 2< 42 21
63y-55XZB 08< 022< 40.0+ 21.0+ 001< 2< 72 11
93y-55XZB 09< )4( 005< )5( 40.0+ 21.0+ 001< 5< 03 01
34y-55XZB 09< )4( 006< )5( 40.0+ 21.0+ 001< 5< 33 2.9
74y-55XZB 011< )4( 007< )5( 40.0+ 21.0+ 001< 5< 63 5.8
15y-55XZB 521< )4( 007< )5( 40.0+ 21.0+ 001< 01< 93 8.7
65y-55XZB 531< )4( 0001< )5( 1.0+.pyt )4( 001< 01< 34 0.7
26y-55XZB 051< )4( 0001< )5( 1.0+.pyt )4( 001< 01< 74 4.6
86y-55XZB 002< )4( 0001< )5( 1.0+.pyt )4( 001< 01< 15 9.5
57y-55XZB 052< )4( 0051< )5( 1.0+.pyt )4( 001< 01< 65 3.5
28y-55XZB 003< )4( 0002< )5( 1.0+.pyt )4( 001< 01< 26 8.4
19y-55XZB 054< )6( 0005< )7( 1.0+.pyt )4( 001< 01< 86 4.4

001y-55XZB 054< )6( 0005< )7( 1.0+.pyt )4( 001< 01< 57 0.4
011y-55XZB 006< 0005< 1.0+.pyt )4( 001< 01< 28 -
021y-55XZB 008< 0055< 1.0+.pyt )4( 001< 01< 19 -
031y-55XZB 059< 0006< 1.0+.pyt )4( 001< 01< 001 -
051y-55XZB 0521< 0056< 1.0+.pyt )4( 001< 01< 011 -
061y-55XZB 0041< 0007< 1.0+.pyt )4( 001< 01< 021 -
081y-55XZB 0071< 0058< 1.0+.pyt )4( 001< 01< 031 -
002y-55XZB 0002< 00001< 1.0+.pyt )4( 001< 01< 051 -

Notes: 1. Tested with pulses tp=5 ms
2. Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm from case
3. The BZX55 - C0V8 is a silicon diode with operation in forward direction. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". Connect the
    cathode lead to the negative pole.
4. at IZ=2.5 mA 5. at IZ=0.5 mA
6. at IZ=1.0 mA 7. at IZ=0.1 mA
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(TA=25oC unless otherwise noted)  Maximum VF=1.0V at IF=100mA

epyT
rebmun

+ .loT%5

egatlovreneZ
egnar )1( Ita 1TZ )Am(
VZ )stloV(

tnerructseT
I 1TZ )Am(.niM .xaM

8V0C-55XZB )3( 37.0 38.0 0.5
4V2C-55XZB 82.2 65.2 0.5
7V2C-55XZB 05.2 09.2 0.5
0V3C-55XZB 08.2 02.3 0.5
3V3C-55XZB 01.3 05.3 0.5
6V3C-55XZB 04.3 09.3 0.5
9V3C-55XZB 07.3 01.4 0.5
3V4C-55XZB 00.4 06.4 0.5
7V4C-55XZB 04.4 00.5 0.5
1V5C-55XZB 08.4 04.5 0.5
6V5C-55XZB 02.5 00.6 0.5
2V6C-55XZB 08.5 06.6 0.5
8V6C-55XZB 04.6 02.7 0.5
5V7C-55XZB 00.7 09.7 0.5
2V8C-55XZB 07.7 07.8 0.5
1V9C-55XZB 05.8 06.9 0.5

01C-55XZB 04.9 6.01 0.5
11C-55XZB 4.01 6.11 0.5
21C-55XZB 4.11 7.21 0.5
31C-55XZB 4.21 1.41 0.5
51C-55XZB 8.31 6.51 0.5
61C-55XZB 3.51 1.71 0.5
81C-55XZB 8.61 1.91 0.5
02C-55XZB 8.81 2.12 0.5
22C-55XZB 8.02 3.32 0.5
42C-55XZB 8.22 6.52 0.5
72C-55XZB 1.52 9.82 0.5
03C-55XZB 0.82 0.23 0.5
33C-55XZB 0.13 0.53 0.5
63C-55XZB 0.43 0.83 0.5
93C-55XZB 0.73 0.14 5.2
34C-55XZB 0.04 0.64 5.2
74C-55XZB 0.44 0.05 5.2
15C-55XZB 0.84 0.45 5.2
65C-55XZB 0.25 0.06 5.2
26C-55XZB 0.85 0.66 5.2
86C-55XZB 0.46 0.27 5.2
57C-55XZB 0.07 0.08 5.2
28C-55XZB 0.77 0.78 5.2
19C-55XZB 0.58 0.69 0.1

001C-55XZB 0.49 601 0.1
011C-55XZB 401 611 0.1
021C-55XZB 411 721 0.1
031C-55XZB 421 141 0.1
051C-55XZB 831 651 0.1
061C-55XZB 351 171 0.1
081C-55XZB 861 191 0.1
002C-55XZB 881 212 0.1

Notes: 1. Measured with pulses tp=5 ms
2. The BZX55 - C0V8 is a silicon diode with operation in forward direction. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". Connect the
    cathode lead to the negative pole.
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8V0B-55XZB )3( 87.0 28.0 0.5
7V2B-55XZB 53.2 54.2 0.5

3B-55XZB 56.2 57.2 0.5
0V3B-55XZB 49.2 60.3 0.5
3V3B-55XZB 32.3 73.3 0.5
6V3B-55XZB 35.3 76.3 0.5
9V3B-55XZB 28.3 89.3 0.5
3V4B-55XZB 12.4 93.4 0.5
7V4B-55XZB 16.4 97.4 0.5
1V5B-55XZB 00.5 02.5 0.5
6V5B-55XZB 94.5 17.5 0.5
2V6B-55XZB 80.6 23.6 0.5
8V6B-55XZB 66.6 49.6 0.5
5V7B-55XZB 53.7 56.7 0.5
2V8B-55XZB 40.8 63.8 0.5
1V9B-55XZB 29.8 82.9 0.5

01B-55XZB 08.9 2.01 0.5
11B-55XZB 8.01 2.11 0.5
21B-55XZB 8.11 2.21 0.5
31B-55XZB 7.21 3.31 0.5
51B-55XZB 7.41 3.51 0.5
61B-55XZB 7.51 3.61 0.5
81B-55XZB 6.71 4.81 0.5
02B-55XZB 6.91 4.02 0.5
22B-55XZB 6.12 4.22 0.5
42B-55XZB 5.32 5.42 0.5
72B-55XZB 5.62 5.72 0.5
03B-55XZB 4.92 6.03 0.5
33B-55XZB 3.23 7.33 0.5
63B-55XZB 3.53 7.63 0.5
93B-55XZB 2.83 8.93 5.2
34B-55XZB 1.24 9.34 5.2
74B-55XZB 1.64 9.74 5.2
15B-55XZB 0.05 0.25 5.2
65B-55XZB 9.45 9.65 5.2
26B-55XZB 8.06 2.36 5.2
86B-55XZB 6.66 4.96 5.2
57B-55XZB 5.37 5.67 5.2
28B-55XZB 4.08 6.38 5.2
19B-55XZB 2.98 8.29 0.1

001B-55XZB 0.89 201 0.1
011B-55XZB 801 211 0.1
021B-55XZB 811 221 0.1
031B-55XZB 721 331 0.1
051B-55XZB 741 351 0.1
061B-55XZB 751 361 0.1
081B-55XZB 671 481 0.1
002B-55XZB 691 402 0.1
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

